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Tipicamsntes, 1

Aattli & racos KR I lars

che pud

empic consentlirs di

apparecchi elettronici peortatili
hatteria, o di Iincrementars notevalmente la durata delle

batterie degli stessi apparscchi elettronicsi portatili.
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erncrglia cinetlca, che wvigne convertita in

acttn  forma  di deforms

1tante della trave

provoca effetti di tensione nel materiale
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proposta preveds

e Ca doppio vinoole™ O
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configurata in modo  da
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Come illustrato in figura llb,
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rilevatsa.

Tuttavia, 17 accopplamentoe di tal inerzials

fabbricazicnes
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avere una forma oclrcolarse 5 g vadrata ¢

retiangelare, o nente poligonals.
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asxtensions Jatearals

{parallelamente alla superficie antericre

monclitico 21 nel pianc orizzontale =y, ad essmpios lungo 1l

primo  asse orizzontals x), & con Dz una
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Tl procedimsnto  di fabbri

formazione di una oavita
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S 1o aven

poligonals in

dellelemento

con  conformazicns guadrata o circeolsrs o

poligonale in planta. In particolare, 1

42 determina

17 estensicone LI dellfelementce di collsgamsnto

Pad

presenta un gprolungamsnto
laterale 45, disposto 1n corrizvondenza di un asse centrale
5 L

el Ty atoaan moackora A2 o swtormt e mat e d evres mes 1 T T ey sy o
della stessa maschera 43 ad avente estensicone nell’eszenmic
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al mquale vengono formste trincese 16, comunicantl tra lore e

delimitantl una

maschera 43a).
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alloggiamento 22, comprendsnte 1o
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Eh disposte latsralmente

di cavita

g#lla membrana 23 da parti opposte

2 saparanti  ls

degoritto, di ultericeri dus porziond

membhrana 23 paralleli al secondo

lateralmente da parti opposte della membrana 23 rizpetto al
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vincolata alla fetta 41 in corrvispondenza ol gquattroe sucl

vertici favendo nellfesemplo uUns forma nte
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igamasnte  da  un rispstitivoe
elemento  di contatts 28 {in guesto casce dispostl  in

5
H

srrispondenza del guattro punti di ovincolol.

il primo od il

33a, 23b comprendonc una rispettiva pluralitsd di oanelli di

slettrodo a diamstro crescente che si dipartono concentricd

corrispondenza dioun rispettive elemento di contatto 38

{gli slsamenti di contatt 36

41 dues punti di vincole diametralmente
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51 sottcolinea comungue il fatto che

risclvers 1 problesmi  evidenziati in

del  tutto compatibili con ls tecnclogis  del

zitivi MEMS; presentandce costi di fabbricazione e

con ulteriori

Sircuit integrati  ASTIC);
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azlione dellia mas

svare dimensioni

t-on

confrontablil con 1a relativa membrana 23

richledere la di una massa

Lone ed un

a 17efficienza nella generasione 41 energia

slettrica a partire dalle vibra-ioni meccaniche.

Le  suddst ticolarmente

O
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i
—_
t+
=
._J
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PPutilizeo  ad  esesmpic  1n un  apparscchic  elettronico

,f'

portati]

raffigurato

in figura 20.

cdl vibrazioni ambientali in energla =lettrica,

configurata per
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& vari

della

4

praesen tea IMWenZ 1L00NnE,; SO definito nells rivenalcazZliani

In particolars, appertats modifiche di

forma o dimensioni in une o pila degli elementi che

del dispoesitivo

colisgamentce centrale 2% potrebbs avere una differente

ensions allungata lungos 11 sscondo

serse  sastansialmente pari alla corrizponden

osthes

-
—
o
iy
2
]

|
Mamdlana 245,

precaedentemnants

in un gualsiasi

dispositive MEMS, per generars un  s=gnale elsttrico a

par tire da vibr: ol meccanliche rilevats P ad a3 SRLS L un

oelettrico o in altri dispositivi che

Gl una n
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1. Dispos

una prima superficie principals (£
supsrficie principale (Z1b}, i

ixy)  formato da un primo {x) o2 da un

orizocontale ed opposte tra lore lungo un

gilamento (223,

N

di zopra di una prima supser

lone dl elettrodl

coodi materiale ple

una  massda insrzials

superficie {23h), opposta alla prima

T S U P - 5 ] ) 2 Fy Oy gL g e E e e e e
1P asze verticals (z), della membrana {(23) ed atta a provocarns

1a

iond

dal fatto che detta

STy

detta mambrans (2

Lorenza NANNUC{LT
{Fsorizdons Ao v, 13148}

Lol

s
e
T



cavita di alloggiamento (223

suparficie (Zda) di detta massa in

detta membrana (23, = la seconds

di detta membrana

detto elemento

a oolonna  =d

s membrs {233

JATI
) 1iTy s ¥
[} Lilat L

{(x}, minore della eztensicne

pracadenti, comprendsnte  inoltre  una

fividica con la cavitd o

alla menbrana (2]

[
I

£y
ju
T
e
"

£y
i_.l
(Y]
—
—
-t
i

digposta

ma2

brana {23y da dettoe corps mono

Lorenza NANNUCCE

31 {Fsorizdons Ao v, 13148}



51
&
a

“/
-
di
.
A
&y

L ]
JEE:S

. R 4+ S i !
2k il tf \T__ Pon] s ] T
i T i @ g . —r 0 - i o
[ et o] +- - oot
. P [ . 107 L ] + r- :
- J == iy ) - e w
) - td o] ] i m "
: { - . { = :
— o (%] @ 3] i ~ 5 i .\m 4
— (N = ! — — )
o o S g ooap T B2
5 I = BB x
= ] ~ [ il a % 1] [ T
q D - : A D M
.3 ! ; | P 4t + o= &
S 1 + - - i ]
- - o : ; o 58
i - " - —i T -1 a4
iy i i 44 ) LT = &
e = = . v - i 2 53
= [vR F— 5\ 4 s
5 — L 4 9
) f [ (4] ~
i : S g
=) e 45 3 5 - P
- 4 Pt L 4 I b
! - %] I
+ @ = i
- [ l
’ ;\. ‘\Au llu ﬂ\f.* - _wl.b m:
(9] -
o I s - 4 fan)
A i -4 o
- ﬂ [ =3 o
W i “p- - -
: - i o) i
4 -3 o ]
— ~ i L
& " - @
i - € B -
e . B Lo E = o
i = L = i o 2 s
=i o 9] = ~ 23] i -
w i o - ) 0
E o = - . 3 - &
T e .mm v 4 [ i L.l.“ a
D N = T =
e 0 . + 3 ] — - A+ jf i
e i ¥ . - N = P s Ry 0
. ot i i = _ ¢
P o ot 8] = [ —
73 2 b i = S = B B & o
o Y A . - e =t 5 [
g P i . %] [ ) 4 -
s I ] - gt o e
I [ L ’ o ! . - -
: - i i i %) Ly
T R . T =
- 44 o [ ihy ~J o
. W e e il i hd &
oy [ = ! +!
- o i o a A 73 i2
) o JwL owm = T .ﬁ._.i“
= pa 03 “ 4
141 {4 - o
. — e 5
s ~ 9
s b o s . o . & fot)
L o - ) - Ayl i —
i s . g o=
; ! - b b
ey @ o by = B gt i i3
2 Lo 5 8 s | -
Tk 41 s haly =t = — ol L




diszpos

delle rivendic

srergia

in un segmale elettrico

avente una prima superficie pri e ed

(41,

formats da un primo {x; & da un 3

Tra lorce lungo un azse verticale {Z);

formars una membrana (233, Iin ¢ 1a prima

principale {(4la) di detta fetta {41}

TArS una cavitad di

detta fetta 41), Iin modo tals che detta membrans |

formare uno strato

i

sopra di una prima sug

formars  una  ms opplata  ad  una

9]

onda superficie i, opposta alla prima supserficie
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lungn

P

amblentall,

oodal fatto che detta fase

~ends formars detita

masss 1nerciale OO

,__
c
i

i detta cavita

cle  Interna
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e cletha s

i Attacsg

35954

el una

prims

LTl

rispettiva astensions (D1)

detitn primo

(01) della mase

Dy della
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sepolta (R0} nde inoltre

i

comprendents

accesso (04

PIPIFEN * R B, g D A TN e
{417y, har-tuenRbbete 11 canale zepcito  {(51i; 2]
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